
Fotorezystory wykonane są z półprzewodnika typu p lub typu n (np. ze związków kadmu i ołowiu lub z germanu i krzemu domieszkowanego). Działanie fotorezystorów jest oparte na wewnętrznym zjawisku fotoelektrycznym. Zjawisko to polega na tym, że energia świetlna powoduje uwolnienie elektronów z poszczególnych atomów. Elektrony te, stają się elektronami swobodnymi, umożliwiając przepływ prądu elektronowego przez półprzewodnik. Oznacza to, iż wartość rezystancji fotorezystora jest zależna od wartości natężenia oświetlającego go światła. Im większa wartość rezystancji fotorezystora jest mniejsza. Rezystancja ta nie zależy od kierunku napięcia doprowadzonego do fotorezystora.

Fotorezystory mogą być wykorzystywane w układach elektronicznych jako stabilność parametrów.

Symbol graficzny fotorezystora przedstawia rys.
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Dane katalogowe wybranych fotorezystorów:

	Typ
	Max napięcie pracy
	Rezystancja fotorezystora nieoświetlonego
	Rezystancja fotorezystora oświetlonego

	
	V 
	M 
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	k 
[image: image3.wmf]W



	RPP 111

RPP 120

RPP 121

RPP 130 

RPP 131
	500

150

110

150

110
	100

10

10

10

10
	10...50

1...5

0,1...0,5

1...10

0,4...1,2



Z tabeli wynika, iż podczas oświetlania fotorezystora jego rezystancja maleje 10,100,1000, 10000, a nawet 100 000 krotnie. Dla fotorezystora typu RPP 121 maksymalne napięcie pracy wynosi 110V. Rezystancja fotorezystora nieoświetlonego jest równa 10 M
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(megaom) oraz od 0,1 do 0,5 k
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 (kiloom) rezystancja po oświetleniu.


Obudowy fotorezystorów wykonane są z przeźroczystego tworzywa sztucznego. Dla podanych wyżej typów fotorezystorów kształt obudowy przedstawia rys.
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